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SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1 z dnia 20 pazdziernika 2021 r.
zmieniajacego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do
wykazu produktéw podwéjnego zastosowania

(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 3 z dnia 6 stycznia 2022 r.)

Strona 142, zalgcznik, pkt 3B001.f otrzymuje brzmienie:
f. nastepujacy sprzet litograficzny:

1. sprzet do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie, naswietlanie oraz powielanie (bezposredni
krok na plytke) lub skanowanie (skaner), z wykorzystaniem metody fotooptycznej lub promieni rentgenowskich,
spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. zrodlo $wiatla o dtugosci fali krétszej niz 193 nm; lub

b. zdolny do wytwarzania wzoréw o ‘rozmiarze minimalnej rozdzielczo$ci wymiarowej’ (MRF) 45 nm lub mniej-
szej;

Uwaga techniczna:

‘Rozmiar minimalnej rozdzielczosci wymiarowej’ (MRF) obliczany jest wedbug ponizszego wzoru:

(MRF) = (dlugos¢ fali Zrédla swiatla napromieniowujgcego w nm) x (wspotcezynnik K)

apertura liczcbowa

gdzie wspétczynnik K = 0,35

2. urzadzenia do litografii nanodrukowej zdolne do drukowania elementéw o wielkosci 45 nm lub mniejszych;

Uwaga: Pozygja 3B001.£.2. obejmuje:

— narzgdzia do mikrodruku kontaktowego,

— narzgdzia do wytlaczania na gorgco,

— narzgdzia do litografii nanodrukowej,

— narzgdzia do litografii ,step-and-flash” (S-FIL).

3. sprzet specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a. posiadajacy odchylang, zogniskowang wigzke elektrondw, jonéw lub wigzke ,laserows”; oraz
b. spehiajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. apertura plamki dla szerokosci piku w polowie jego wysokosci ponizej 65 nm i umiejscowienie obrazu poni-
zej 17 nm (Srednia + 3 sigma); lub

2. nieuzywane;
3. blad nakladania drugiej warstwy mniejszy niz 23 nm (Srednia + 3 sigma) na maske;

4. sprzet zaprojektowany do wytwarzania przyrzadéw wykorzystujacy metody bezposredniego nadruku i spelniajgcy
wszystkie ponizsze kryteria:

a. wykorzystujacy odchylana, zogniskowang wigzke elektronéw; oraz
b. spehniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. minimalny rozmiar wigzki réwny lub mniejszy niz 15 nm; lub

2. blad nakladania warstwy mniejszy niz 27 nm (Srednia + 3 sigma);”.
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